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Сегодня солнечные элементы на основе диода Шоттки привлекают большое внимание в ви-
ду своей простоты изготовления и применения в тонкопленочной полупроводниковой сис-
теме большой площади. В связи с бурным развитием технологий изготовления и конструк-
тивных решений альтернативных источников энергии возникает необходимость в создании 
фотоэлектрического преобразователя с высокой эффективностью работы и равномерностью 
преобразования падающей световой энергии в электрическую энергию по поверхности. 
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Солнечный элемент на основе диода Шоттки с самоорганизующимся алюминие-
вым наноструктурированным электродом работает на основе принципа прямого преоб-
разования солнечной энергии в электрическую и может быть использован в качестве 
автономного маломощного источника питания. При освещении структура обладает вы-
прямляющими свойствами и представляет собой диод Шоттки. Процесс генерации фо-
тотока происходит за счет поглощения фотонов в металле, что приводит к возбужде-
нию дырок через барьер в полупроводник, и диффузии электронов к обедненной облас-
ти в результате генерации электронно-дырочных пар в нейтральном объеме полупро-
водника под действием двинноволнового излучения [1].  

В качестве основания в данном элементе может быть использована пластина мо-
нокристаллического кремния, на поверхности которой сформирован слой алюминия. В 
результате электрохимического оксидирования на поверхности кремния образуется оп-
тически прозрачная алюминиевая наноструктурированная пленка, выполняющая роль 
электрода и составляющая с полупроводниковой подложкой контакт Шоттки [2,3]. 
Слой пористого оксида алюминия поверх наноструктурированного электрода выполня-
ет защитную функцию, а также является антиотражающим покрытием (рис. 1). 

Эффективность работы такой конструкции солнечного элемента с самооргани-
зующимся алюминиевым наноструктурированным покрытием достигает 9,4%. Исполь-
зование данной самоорганизующейся наноструктуры имеет ряд преимуществ и решает 
ряд задач:  

- увеличение равномерности преобразования солнечной энергии в электриче-
скую энергию по поверхности структуры; 

- увеличение срока службы за счет снижения разогрева структуры на границе 
раздела металл-полупроводник и применения защитного от внешних воздействий слоя 
пористого оксида алюминия. 
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Рис. 1. Схематическое представление солнечного элемента на основе диода Шоттки  
с самоорганизующейся алюминиевой наноструктурой:  

1 – монокристаллическая кремниевая пластина, 2 –наноструктурированный алюминиевый 
электрод, 3 – слой пористого оксида алюминия, 4 – сплошной тыльный контакт 

Преимущества самоорганизующегося алюминиевого электрода: 
– использование стандартной технологии формирования диода Шоттки; 
– использование низкотемпературных процессов; 
– возможность технологической вариации электрооптических параметров; 
– воспроизводимость результатов. 
С точки зрения технико-экономической эффективности конструкция солнечного 

элемента с металлическим наноструктурированным электродом обладает важными ка-
чествами: простота и дешевизна применяемых материалов и технологии изготовления 
вследствие исключения из технологического процесса дорогостоящего операций фото-
литографии и высокотемпературной обработки [4]. 
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